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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明絶縁基板上にゲート電極及びソース／ドレイン電極を含む薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタの上方に配置し、コンタクトビアホールが形成された平坦化膜と
、
　前記平坦化膜の上部に設けられ、前記コンタクトビアホールを介して前記ソース／ドレ
イン電極のいずれか一方に接続されると共に、端部においてエッチング面を有する画素電
極と、
　前記平坦化膜は前記画素電極の前記エッチング面に連続するエッチング面を有し、前記
平坦化膜のエッチング面が水平面となす角度θ２と前記画素電極のエッチング面が水平面
となす角度θ１とは、同一であり、
　前記平坦化膜の上部及び前記画素電極の前記エッチング面の上部に設けられ、前記画素
電極の発光領域を定義する画素定義膜パターンと、
　前記画素電極の発光領域上に設けられ、少なくとも発光層を含む有機膜と、
　前記有機膜を含む表面全体に設けられる対向電極と、を含む
　ことを特徴とする有機電界発光表示素子。
【請求項２】
　前記平坦化膜は、ポリイミド（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ）、ベンゾシクロブテン系樹脂（ｂ
ｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂｕｔｅｎｅ　ｓｅｒｉｅｓ　ｒｅｓｉｎ）、ＯＳＧ（ｓｐｉｎ　ｏ
ｎ　ｇｌａｓｓ）及びアクリレート（ａｃｒｙｌａｔｅ）よりなる群から選択される１種
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の物質で形成される
　ことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示素子。
【請求項３】
　前記画素電極は、透明電極、又は透明電極と反射膜の積層構造である
　ことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示素子。
【請求項４】
　前記画素電極のエッチング面は、水平面に対して２０～６０゜の角度を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示素子。
【請求項５】
　前記平坦化膜のエッチング面は、水平面に対して２０～６０゜の角度を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示素子。
【請求項６】
　前記平坦化膜は、１０～１０００Åの段差を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示素子。
【請求項７】
　前記画素定義膜パターンの厚さは、１０００～３０００Åである
　ことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示素子。
【請求項８】
　前記対向電極は、透明電極と反射膜の積層構造、又は反射電極である
　ことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示素子。
【請求項９】
　ゲート電極及びソース／ドレイン電極を含む薄膜トランジスタが形成された透明絶縁基
板上に平坦化膜を形成する工程と、
　前記平坦化膜をフォトエッチング工程でエッチングして、前記ソース／ドレイン電極の
いずれか一方を露出させるコンタクトビアホールを形成する工程と、
　前記平坦化膜の上部及び前記コンタクトビアホール内に画素電極用薄膜を形成する工程
と、
　前記画素電極用薄膜を乾式エッチング工程でエッチングして、前記ソース／ドレイン電
極のいずれか一方に接続されると共に、端部においてエッチング面を有する画素電極を形
成すると共に、過度エッチングして前記平坦化膜を所定厚さだけ除去して前記画素電極の
前記エッチング面に連続する前記平坦化膜のエッチング面であって、前記平坦化膜のエッ
チング面が水平面となす角度θ２と前記画素電極のエッチング面が水平面となす角度θ１
とが同一となるように前記平坦化膜にエッチング面を形成する工程と、
　前記平坦化膜の上部及び前記画素電極の前記エッチング面の上部に発光領域を定義する
画素定義膜パターンを形成する工程と、
　前記画素電極の発光領域に少なくとも発光層を含む有機膜を形成する工程と、
　前記有機膜を含む表面全体に対向電極を形成する工程と、を備える
　ことを特徴とする有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項１０】
　前記平坦化膜は、ポリイミド、ベンゾシクロブテン系樹脂、ＯＳＧ及びアクリレートよ
りなる群から選択される１種の物質で形成する
　ことを特徴とする請求項９に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項１１】
　前記画素電極は、透明電極、又は透明電極と反射膜の積層構造で形成する
　ことを特徴とする請求項９に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項１２】
　前記乾式エッチング工程は、ＩＣＰ又はＲＩＥ方法で行われる
　ことを特徴とする請求項９に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項１３】
　前記乾式エッチング工程は、０．４～０．７Ｐａの圧力、２０００～３０００Ｗのソー
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スパワー、７００～１７００Ｗのバイアスパワー及び５０～１５０ｓｃｃｍのＣｌ２流量
の条件で行われる
　ことを特徴とする請求項９に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項１４】
　前記画素電極のエッチング面は、水平面に対して２０～６０゜の角度を有するように形
成される
　ことを特徴とする請求項９に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項１５】
　前記平坦化膜のエッチング面は、水平面に対して２０～６０゜の角度を有するように形
成する
　ことを特徴とする請求項９に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項１６】
　前記過度エッチングは、前記平坦化膜の厚さが１０～１０００Å除去されるように行わ
れる
　ことを特徴とする請求項９に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項１７】
　前記画素定義膜パターンの厚さは、１０００～３０００Åで形成される
　ことを特徴とする請求項９に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項１８】
　前記対向電極は、透明電極と反射膜の積層構造、又は反射電極で形成される
　ことを特徴とする請求項９に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機電界発光表示素子及びその製造方法に関し、より詳細には、画素電極エ
ッジのエッチング面を前記画素電極の下部の平坦化膜にまで延長させて、後続工程を容易
にする有機電界発光表示素子及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、有機電界発光表示素子は、蛍光性有機化合物を電気的に励起させて発光させる
自発光型表示素子である。これは、マトリクス（matrix）形態で配置されたＮ×Ｍ個の画
素（pixel）を駆動する方式によって、受動マトリクス（passive matrix)方式と、能動マ
トリクス（active matrix）方式とに分けられる。前記能動マトリクス方式の有機電界発
光表示素子は、受動マトリクス方式に比べて電力消耗が少なくて、表面実装型に適合し、
高解像度を有するという長所がある。また、前記有機電界発光表示素子は、有機化合物か
ら発光した光の放出方向によって、前面発光型、背面発光型又は両面発光型に分けられる
。前記前面発光型有機電界発光表示素子は、前記背面発光型とは異なって、前記単位画素
が位置した基板の反対方向に光を放出させる装置であって、開口率が大きいという長所が
ある。
【０００３】
　前記有機発光表示素子を発光させる有機化合物は、アノード（anode）である画素電極
の発光領域に形成される。前記有機化合物は、レーザ熱転写法（laser induced thermal 
imaging；ＬＩＴＩ）又は低分子蒸着法などにより形成される。
【０００４】
　図１は、従来技術による有機電界発光表示素子の断面図であって、概略的な製造方法に
よって関連づけて説明する。
【０００５】
　まず、透明絶縁基板１００上に所定厚さの緩衝膜１１０を形成し、多結晶シリコンパタ
ーン１２２、ゲート電極１３２及びソース／ドレイン電極１５０、１５２を含む薄膜トラ
ンジスタを形成する。この際、前記多結晶シリコンパターン１２０の両側に、不純物がイ
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オン注入されたソース／ドレイン領域１２２が設けられ、前記多結晶シリコンパターン１
２０を含む全体表面の上部には、ゲート絶縁膜１３０が設けられる。
【０００６】
　その後、全体表面の上部に所定厚さの保護膜１６０を形成し、フォトエッチング工程で
前記保護膜１６０をエッチングして、前記ソース／ドレイン電極１５０、１５２のいずれ
か一方、例えば、ドレイン電極１５２を露出させる第１コンタクトビアホール（図示せず
）を形成する。前記保護膜１６０は、無機絶縁膜であり、シリコン窒化物、シリコン酸化
物又はこれらの積層構造が用いられる。
【０００７】
　次に、全体表面の上部に平坦化膜１７０を形成する。前記平坦化膜１７０は、ポリイミ
ド（polyimide）、ベンゾシクロブテン系樹脂（benzocyclobutene series resin）、ＳＯ
Ｇ（spin on glass）及びアクリレート（acrylate）よりなる群から選択される１種の物
質で形成することができ、発光領域の平坦化のために形成されたものである。
【０００８】
　次いで、フォトエッチング工程で前記平坦化膜１７０をエッチングして、前記第１コン
タクトビアホールを露出させる第２コンタクトビアホール（図示せず）を形成する。
【０００９】
　次に、画素電極用薄膜（図示せず）を形成する。前記画素電極用薄膜は、ＩＴＯ（Indi
um Tin Oxide)のように透明な金属物質を使用して１０～１５００Å厚さで形成される。
【００１０】
　次に、フォトエッチング工程で前記画素電極用薄膜をエッチングして、画素電極１８０
を形成する。ここで、前記画素電極１８０の下部に設ける場合、前面発光型有機電界発光
表示素子が形成され、後続の対向電極の形成時において反射膜を形成する場合、背面発光
型有機電界表示素子が形成され、前記有機電界表示素子の種類によって画素電極用薄膜の
厚さも変わる。
【００１１】
　その後、全体表面の上部に発光領域を定義する画素定義膜パターン１９０を形成する。
前記画素定義膜パターン１９０は、ポリイミド、ベンゾシクロブテン系樹脂、フェノール
系樹脂及びアクリレートよりなる群から選択される１種の物質で形成することができる。
【００１２】
　次いで、前記画素定義膜パターン１９０により定義された画素領域に、低分子蒸着法又
はレーザ熱転写法で少なくとも発光層を含む有機膜１９２を形成する。その後、対向電極
１９４を形成して、有機電界発光表示素子を形成する。この際、前面発光型有機電界発光
素子である場合、前記対向電極は、透明電極又は透明金属電極で形成され、背面発光型有
機電界発光素子である場合、反射膜が設けられる金属電極又は反射電極で形成される。
【００１３】
　前述したような従来技術による有機電界発光表示素子の製造方法において、画素電極用
薄膜は、ＩＴＯ又はＩＺＯのように透明な金属薄膜が用いられ、画素定義膜は、３０００
Å以下の厚さで形成することが有機電界発光表示素子の製造工程に有利になる。しかしな
がら、前記画素電極用薄膜に用いられるＩＴＯの中で、多結晶ＩＴＯは、湿式エッチング
が不可能であり、非晶質ＩＴＯは、湿式エッチングが可能であるが、エッチング面が垂直
（vertical）であるか、アンダーカット（undercut）が形成されて、図１の×部分に示し
たように、画素電極エッジに段差が形成される。それにより、後続の画素定義膜の形成時
、前記画素電極エッチング面の下部が埋め込まれない確率が大きく、これは、発光層を含
む有機膜を形成する時に加えられる圧力により画素定義膜の破壊をもたらすことができる
。前記画素定義膜の破壊は、画素電極と対向電極がショット（short）されて、素子の不
良を増加させ、収率を低下させる問題点がある。また、前記画素電極エッチング面の上部
で画素定義膜の厚さが薄く形成され、これは、垂直のエッチング面を有する画素電極のエ
ッジと上部と対向電極との間に電界集中による有機膜の劣化が生じ、有機電界発光表示素
子の寿命を短縮させる問題点がある。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、前述のような問題点を解決するためになされたもので、本発明の目的は、画
素電極用薄膜を乾式エッチング工程でエッチングするものの、前記乾式エッチング工程を
過度エッチング工程で進行して画素電極を形成すると同時に、所定厚さの平坦化膜までを
エッチングして、前記画素電極のエッチング面を前記平坦化膜にまで延長させて、後続工
程を容易にし、これにより、素子の信頼性を向上させることができる有機電界発光表示素
子及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明による有機電界発光表示素子は、透明絶縁基板上に
ゲート電極及びソース／ドレイン電極を含む薄膜トランジスタと、前記透明絶縁基板上の
コンタクトビアホールが形成された平坦化膜の上部に設けられ、前記コンタクトビアホー
ルを介して前記ソース／ドレイン電極のいずれか一方に接続され、前記平坦化膜にまで延
びたエッチング面を有する画素電極と、前記構造の上部に設けられ、前記画素電極の発光
領域を定義する画素定義膜パターンと、前記画素電極の発光領域に設けられ、少なくとも
発光層を含む有機膜と、全体表面の上部に設けられる対向電極と、を含むことを特徴とす
る。
【００１６】
　本発明による有機電界発光表示素子において、好ましくは、前記平坦化膜は、ポリイミ
ド（polyimide）、ベンゾシクロブテン系樹脂（benzocyclobutene series resin）、ＳＯ
Ｇ（spin on glass）及びアクリレート（acrylate）よりなる群から選択される１種の物
質で形成される。
【００１７】
　本発明による有機電界発光表示素子において、好ましくは、前記画素電極は、透明電極
、又は透明電極と反射膜の積層構造である。
【００１８】
　本発明による有機電界発光表示素子において、好ましくは、前記画素電極のエッチング
面は、水平面に対して１０～６０゜の角度を有する。
【００１９】
　本発明による有機電界発光表示素子において、好ましくは、前記画素電極のエッチング
面に延びた平坦化膜は、水平面に対して２０～６０゜の角度を有する。
【００２０】
　本発明による有機電界発光表示素子において、好ましくは、前記平坦化膜は、１０～１
０００Åの段差を有する。
【００２１】
　本発明による有機電界発光表示素子において、好ましくは、前記画素定義膜パターンの
厚さは、１０００～３０００Åである。
【００２２】
　本発明による有機電界発光表示素子において、好ましくは、前記対向電極は、透明電極
と反射膜の積層構造、又は反射電極である。
【００２３】
　また、前記目的を達成するために、本発明による有機電界発光表示素子の製造方法は、
ゲート電極及びソース／ドレイン電極を含む薄膜トランジスタが形成された透明絶縁基板
上に平坦化膜を形成する工程と、前記平坦化膜をフォトエッチング工程でエッチングして
、前記ソース／ドレイン電極のいずれか一方を露出させるコンタクトビアホールを形成す
る工程と、全体表面の上部に画素電極用薄膜を形成する工程と、前記画素電極用薄膜を乾
式エッチング工程でエッチングして、前記ソース／ドレイン電極のいずれか一方に接続さ
れる画素電極を形成するものの、過度エッチングして所定厚さの平坦化膜を除去する工程
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と、全体表面の上部に発光領域を定義する画素定義膜パターンを形成する工程と、前記画
素電極の発光領域に少なくとも発光層を含む有機膜を形成する工程と、全体表面の上部に
対向電極を形成する工程と、を備える。
【００２４】
　本発明による有機電界発光表示素子の製造方法において、好ましくは、前記平坦化膜は
、ポリイミド、ベンゾシクロブテン系樹脂、ＳＯＧ及びアクリレートよりなる群から選択
される１種の物質で形成する。
【００２５】
　本発明による有機電界発光表示素子の製造方法において、好ましくは、前記画素電極は
、透明電極、又は透明電極と反射膜の積層構造で形成する。
【００２６】
　本発明による有機電界発光表示素子の製造方法において、好ましくは、前記乾式エッチ
ング工程は、ＩＣＰ又はＲＩＥ方法で行われる。
【００２７】
　本発明による有機電界発光表示素子の製造方法において、好ましくは、前記乾式エッチ
ング工程は、０．４～０．７Ｐａの圧力、２０００～３０００Ｗのソースパワー、７００
～１７００Ｗのバイアスパワー及び５０～１５０ｓｃｃｍのＣｌ２流量の条件で行われる
。
【００２８】
　本発明による有機電界発光表示素子の製造方法において、好ましくは、前記画素電極の
エッチング面は、水平面に対して１０～６０゜の角度を有するように形成される。
【００２９】
　本発明による有機電界発光表示素子の製造方法において、好ましくは、前記画素電極の
エッチング面に延びた平坦化膜のエッチング面は、水平面に対して２０～６０゜の角度を
有するように形成する。
【００３０】
　本発明による有機電界発光表示素子の製造方法において、好ましくは、前記過度エッチ
ングは、前記平坦化膜の厚さが１０～１０００Å除去されるように行われる。
【００３１】
　本発明による有機電界発光表示素子の製造方法において、好ましくは、前記画素定義膜
パターンの厚さは、１０００～３０００Åで形成される。
【００３２】
　本発明による有機電界発光表示素子の製造方法において、好ましくは、前記対向電極は
、透明電極と反射膜の積層構造、又は反射電極で形成される。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明では、画素電極用薄膜を乾式エッチング工程でエッチングするものの、前記乾式
エッチング工程を過度エッチング工程で進行して、画素電極を形成すると同時に、所定厚
さの平坦化膜までをエッチングして、前記画素電極のエッチング面が前記平坦化膜にまで
延びるようにすることによって、後続工程を容易にし、これにより、素子の信頼性を向上
させることができるという利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、添付の図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。
【００３５】
　図２は、本発明による有機電界発光表示素子の断面図であり、図３は、図２の有機電界
発光表示素子を構成する画素電極エッジのエッチングプロファイルを概略的に示す断面図
であり、両者を互いに関連づけて説明する。
【００３６】
　まず、透明絶縁基板２００上に所定厚さの緩衝膜２１０を形成し、多結晶シリコンパタ
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ーン２２０、ゲート電極２３２及びソース／ドレイン電極２５０、２５２を含む薄膜トラ
ンジスタを形成する。この際、前記多結晶シリコンパターン２２０の両側に、不純物がイ
オン注入されたソース／ドレイン領域２２２が設けられ、前記多結晶シリコンパターン２
２０を含む全体表面の上部には、ゲート絶縁膜２３０が設けられる。
【００３７】
　次に、全体表面の上部に所定厚さの保護膜２６０を形成し、フォトエッチング工程で前
記保護膜２６０をエッチングして、前記ソース／ドレイン電極２５０、２５２のいずれか
一方、例えば、ドレイン電極２５２を露出させる第１コンタクトビアホール（図示せず）
を形成する。前記保護膜２６０は、無機絶縁膜であって、シリコン窒化物、シリコン酸化
物又はこれらの積層構造が用いられる。
【００３８】
　次に、全体表面の上部に平坦化膜２７０を形成する。前記平坦化膜２７０は、ポリイミ
ド、ベンゾシクロブテン系樹脂、ＳＯＧ及びアクリレートよりなる群から選択される１種
の物質で形成することができる。
【００３９】
　次いで、フォトエッチング工程で前記平坦化膜２７０をエッチングして、前記第１コン
タクトビアホールを露出させる第２コンタクトビアホール（図示せず）を形成する。
【００４０】
　次に、画素電極用薄膜（図示せず）を形成する。前記画素電極用薄膜は、ＩＴＯ（Indi
um Tin Oxide)のように透明な金属物質を使用して１０～１５００Å厚さで形成される。
【００４１】
　次に、フォトエッチング工程で前記画素電極用薄膜をエッチングして、画素電極２８０
を形成する。この際、前記エッチング工程は、乾式エッチング工程であり、過度エッチン
グ工程で進行して、前記所定厚さの平坦化膜２７０までを除去する。前記乾式エッチング
工程は、プラズマを利用したＩＣＰ（inductive coupled plasma）又はＲＩＥ（reaction
 ion etching）方法で実施して、前記画素電極２８０及び平坦化膜２７０のエッチング面
を傾斜するようにする。前記乾式エッチング工程は、０．４～０.７Ｐａの圧力、２００
０～３０００Ｗのソースパワー、７００～１７００Ｗのバイアスパワー及び５０～１５０
ｓｃｃｍのＣｌ２流量の条件で行われる。
【００４２】
　図３を参照すれば、前記エッチング工程で形成された前記画素電極２８０のエッチング
面が水平面となす角度θ１は、１０～６０゜になるように形成し、前記平坦化膜２７０の
エッチング面が水平面となす角度θ２は、２０～６０゜になるように形成する。これは、
後続の工程で形成される画素定義膜、有機膜及び対向電極が容易に形成されるようにする
ためである。特に、画素電極２８０のエッジの段差を除去することによって、画素定義膜
を均一な厚さで形成して、画素電極２８０と対向電極間のショット現象を防止する。
【００４３】
　前記過度エッチングにより除去された平坦化膜２７０の厚さＨは、１０～１０００Å程
度である。
【００４４】
　また、図４は、本発明による有機電界発光表示素子の写真であり、前記エッチング工程
後、前記画素電極２８０のエッチング面が水平面となす角度θ１と、平坦化膜２７０のエ
ッチング面が水平面となす角度θ２が各々５０゜と３０゜になるように形成されたことを
示す。
【００４５】
　一方、前記画素電極２８０の下部に反射膜を設ける場合、前面発光型有機電界発光表示
素子が形成され、後続の対向電極形成時、反射膜を形成する場合、背面発光型有機電界表
示素子が形成される。
【００４６】
　その後、全体表面の上部に発光領域を定義する画素定義膜パターン２９０を形成する。
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前記画素定義膜パターン２９０は、ポリイミド、ベンゾシクロブテン系樹脂、フェノール
系樹脂及びアクリレートよりなる群から選択される１種の物質を用いて１０００～３００
０Åの厚さで形成する。これは、レーザ熱蒸着法による有機膜の形成を有利にする。すな
わち、発光領域のエッジ部分で段差を減少させて、有機膜の断絶や離脱を防止する。
【００４７】
　次いで、前記画素定義膜パターン２９０により定義された画素領域に低分子蒸着法又は
レーザ熱転写法で少なくとも発光層を含む有機膜２９２を形成する。その後、対向電極２
９４を形成して、有機電界発光表示素子を形成する。この際、前面発光型有機電界発光素
子である場合、前記対向電極は、透明電極又は透明金属電極で形成され、背面発光型有機
電界発光素子である場合、反射膜が設けられる金属電極又は反射電極で形成される。
【００４８】
　以上において説明した本発明は、本発明が属する技術の分野における通常の知識を有す
る者であれば、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で、様々な置換、変形及び変更が
可能であるので、上述した実施例及び添付された図面に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】従来技術による有機電界発光表示素子の断面図である。
【図２】本発明による有機電界発光表示素子の断面図である。
【図３】図２の有機電界発光表示素子を構成する画素電極のエッジエッチングプロファイ
ルを概略的に示す断面図である。
【図４】本発明による有機電界発光表示素子の写真。
【符号の説明】
【００５０】
　１００、２００　透明絶縁基板
　１１０、２１０　緩衝膜
　１２０、２２０　多結晶シリコンパターン
　１２２、２２２　ソース／ドレイン領域
　１３０、２３０　ゲート絶縁膜
　１３２、２３２　ゲート電極
　１４０、２４０　層間絶縁膜
　１５０、２５０　ソース電極
　１５２、２５２　ドレイン電極
　１６０、２６０　保護膜
　１７０、２７０　平坦化膜
　１８０、２８０　画素電極
　１９０、２９０　画素定義膜
　１９２、２９２　有機膜
　１９４、２９４　対向電極
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